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L'ablation laser est une technique reconnue paablbration de films minces
épitaxiés. Cette technique est appliquée au GRENWaNr la synthése de couches minces
d'oxydes complexes tels que CaliyO,, et Ba Sl 4TiO3, entrant dans la fabrication de
condensateurs a tres fortes constantes diélecripoar des applications en électronique
nomade, en lien avec la soci&€&Microelectronics

Nous présentons ici quelques résultats de l'anghgsespectroscopie et imagerie
rapide du panache d'ablation sur les deux ciblésitges. Les spectres mesurés ont été
comparés a la radiance spectrale d'un plasma nforae a I'équilibre thermodynamique
local (ETL) afin de déduire la température et leagités des espéces [1]. L'autoabsorption de
nombreuses raies spectrales est tres forte dangrdesiers instants du développement du
panache ou la densité et la température sont leeses et permet de valider les observations
des les premiers temps suivant le tir laser [2]paeache plasma est bien représenté par une
modélisation a deux zones : un cceur "chaud" eerfweht ionisé et une gaine "froide" et
faiblement ionisée. La confrontation avec les gpscexpérimentaux nous a permis de
réaliser une cartographie spatio-temporelle destaperature électronique et de la densité
électronique en tout point du panache [1]. De plasalyse par imagerie rapide a permis
d'estimer la distance cible-substrat conduisamt dgpot optimal.
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Figure 1: Etude radiale a z = 13.3 mm d'un panache dgesB& 4TiOs.
P(0,) =30 Pa, F=2.7 J.cfA, S = 2.6 mm

Ce travail a bénéficié de la plateforme technologiqu CERTeM de Tours.
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